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【1】1.下列選項中何者存在於二極體 PN 接面的空乏區域內？ 

正離子和負離子 自由電子和負離子 自由電子和電洞 只有電洞 

【2】2.當我們運用三用電表的歐姆檔來測量二極體是否為良品時，如果測試棒交替量測二極體的接腳後，三用

電表指針皆顯示為低電阻，請問該二極體的狀態為下列何者？ 

斷路 短路 無法判斷 正常 

【2】3.下列關於雙極性接面電晶體(BJT)之敘述何者錯誤？  

摻雜濃度最高的是射極  集極摻雜濃度升高，可提高逆向崩潰電壓 

射極接面空乏區寬度小於集極接面空乏區寬度 射極和集極摻雜濃度不同，不可對調使用 

【2】4.下列哪一個組態的雙極性接面電晶體(BJT)放大電路有最大的電壓增益，且能將輸入信號反相輸出？ 

共基極 共射極 共集極 共基極、共射極或共集極皆可 

【1】5.下列何者為 dBm 之基本定義？ 
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【2】6.石英晶體運用下列何種效應可以產生高精度的振盪頻率？ 

電流效應 壓電效應 電壓效應 電磁效應 

【4】7.試求【圖 7】所示電路之輸入電阻 Ri為多少歐姆？ 

 1kΩ  10MΩ  15MΩ  20MΩ 

【3】8.下列哪一種組態的場效電晶體(FET)放大電路功率增益為最大？ 

共閘極 共汲極 共源極 含源極電阻之共源極 

【2】9.某臨界電壓 VT=1V、元件參數 K=0.3mA/V2的 N 通道增強型金屬氧化物半導體場效電晶體(EMOSFET)放

大電路，若其工作於夾止區、VGS=4V，則轉移電導 gm為多少 mA/V？ 

 2.4 mA/V  1.8 mA/V  1.2 mA/V  0.8 mA/V 

【3】10.源極隨耦器為下列哪一種放大電路？ 

共閘極放大電路 共源極放大電路 共汲極放大電路 共射極放大電路 

【1】11.金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)疊接放大器分別由哪兩種組態為第一級與第二級所組成？ 

共源極(CS)、共閘極(CG) 共源極(CS)、共汲極(CD) 

共閘極(CG)、共汲極(CD) 共集極(CC)、共基極(CB) 

 

 

【2】12.若欲將【圖 12】所示放大電路之工作點(Q 點)移向 A 點，請問執行下列何種動作可以辦到？ 

增加 RB電阻值 減小 RB電阻值 增加 RC電阻值 減小 RC電阻值 

【4】13.如【圖 13】所示為理想運算放大器(OPA)應用電路，若輸入電壓(𝑉𝑖)為 3.5V，則輸出電壓(𝑉𝑂)為多少伏

特(V)？ 

 -17.5V 

 17.5V 

 -15V 

 15V 

【2】14.下列由雙極性接面電晶體(BJT)所組成的達靈頓電路，何者為正確接法？ 

     

 

 

 

【2】15.下列何者為 N 通道空乏型金屬氧化物半導體場效電晶體(DMOSFET)的符號？ 

     

 

【3】16.下列電子材料中，何者不是常用來製作半導體元件的材料？ 

鍺 (Ge) 矽 (Si) 鈉 (Na) 磷 (P) 

【4】17.判斷半導體材料能否產生自由電子的能隙 (energy gap) 大小，常用的單位是什麼？ 

伏特 V 庫倫 C 瓦特 W 電子伏特 eV 

【3】18.波爾原子模型中，離原子核最遠的最外層軌道之電子，稱為？ 

束縛電子 自由電子 價電子 負離子 

【2】19.有關半導體材料及元件內的電子與電洞，下列敘述何者錯誤？ 

電子脫離原子軌道所留下之空位稱為電洞 自由電子移動的速度和電洞移動的速度是一樣的 

價電子脫離原子結構後，形成自由電子  P 型半導體內的主要導電載體為電洞 

【4】20.在 P 通道電晶體 MOSFET 如【圖 20】所示，下列敘述何者正確？ 

必須在柵極 (gate, G)施加較源極 (source, S)正電壓，才會進入飽和區 

 P 通道內負責主要導電的電荷載體為電子 

 P 通道內負責主要導電的電荷載體為正電的電子 

 P 通道內負責主要導電的電荷載體為電洞 

【4】21.某電路中的一個二極體其 20oC 的熱當電壓 VT =25 mV，順向直流工作點電壓 VDQ = 0.7 V，電流 IDQ = 2.5 

mA，則交流動態電阻 rd為多少？ 

 280Ω  140Ω  100Ω  10Ω 

【3】22.【圖 22】所示的變壓器其變壓比為 10：2，將變壓器的中央位置接地，構成中央抽頭接地全波整流電路，

輸入電壓 Vi = 100 sin100t，則所用的二極體的尖峰逆向電壓 PIV 為多少伏特？ 

 10 

 14.14 

 20 

 28.28 

【3】23.稽納二極體最常應用於何種電路中？ 

放大電路 整流電路  穩壓電路 檢波電路 

【2】24.有一個濾波電路，在輸出端測量得到的電壓平均值 Vdc = 15 V，漣波電壓有效值為 Vr(rms) = 0.5 V，則本濾

波電路的漣波因數為多少？ 

 1.66%  3.33%  6.66%  30% 

【3】25.有關理想運算放大器 OPA 特性，下列敘述何者錯誤？  

輸入阻抗無窮大  輸出阻抗為 0 

共模拒斥比 CMRR 為 0  輸入電流為 0 

【圖 12】 【圖 13】 

【圖 20】 

【圖 7】 

【圖 22】 

【請接續背面】 



【3】26.【圖 26】所示的運算放大器電路中，Rf = 100 kΩ，R1 = 10 kΩ；假若輸入電壓 vi = 2 mV，則 OPA 的輸出

電壓為多少？ 

 -22 mV 

 20 mV 

 22 mV 

 200 mV 

【3】27. LED 發光的顏色主要與下列何者有關？ 

外加電壓大小  通過的電流大小  

所使用的材料之能帶間隙 外加電壓頻率 

【4】28.電晶體工作於線性放大電路狀態時，其射極電流 IE、基極電流 IB、集極電流 IC的關係為？ 

 IB = IE +IC  IC = β×IE   IE = β×IC   IC = β×IB 

【3】29.【圖 29】的正弦交流電壓波型，其頻率為多少？ 

 10 Hz  20 Hz  50 Hz  50 rad 

【1 或 3 均給分】30.在本質半導體中，由於外加電壓而產生的電流，稱為： 

漂移電流 擴散電流 電子流 漏電流 

【2】31.有一 P 通道增強型 MOSFET，該晶體的臨界電壓 VT = – 3 V，當輸入電壓 VGS = – 5 V 時，MOSFET 工作

於夾止飽和區，參數 k = 0.5 mA/V2，則輸出的直流偏壓電流 IDQ 為何？ 

 1.0 mA  2.0 mA  – 2.0 mA  – 1.0 mA 

【2】32.在 N 型半導體中主要的多數導電載體為？ 

帶正電的電子 帶負電的電子 帶正電的電洞 帶負電的電洞 

【4】33.【圖 33】所示的變壓器電路，N1:N2 = 5:1，假設在輸入端 V1 施加 10 V 的直流電，則輸出端的電壓為多

少？ 

 0.4 V 

 2.0 V 

 50 V 

 0 V 

【3】34.【圖 34】所示的電晶體放大電路，集極電流 IC為多少安培？ 

 0.1 mA  0.107 mA  5.0 mA  10.0 mA 

【3】35.有一正弦波電壓 v(t) = 100 sin(5,000t) mV，則此交流電壓的有效值為： 

 141 V  100 V  70.7 V  50 V 

【3】36.由電晶體所組成的達靈頓對放大電路，下列敘述何者錯誤？ 

電壓放大率接近於 1、但小於 1 輸入阻抗高、輸出阻抗低 

電壓放大率遠大於 1，但功率放大率小於 1 電流放大率大於 1  

【2】37.【圖 37】方塊內由電感及電容所組成的濾波電路，是屬於： 

高頻通過的高通濾波器 (high-pass filter) 

低頻通過的低通濾波器 (low-pass filter) 

某一頻段通過的帶通濾波器 (band-pass filter) 

某一頻段無法通過的帶斥濾波器 (band-reject filter) 

【1】38.【圖 38】所示由理想運算放大器 OPAMP、電阻及電容所構成的電路，下列選項何者正確？ 
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【1】39.目前最常用的白光發光二極體 LED，主要是靠什麼方法發出白光？ 

藍光二極體搭配黃色螢光粉 藍光二極體搭配紅色螢光粉 

紅光二極體搭配黃色螢光粉 紅光二極體搭配白色螢光粉 

【4】40.【圖 40】所示符號，分別代表什麼電子元件？ 

 (a)是 P 通道增強型 MOSFET；(b)是 NPN 電晶體 

 (a)是 P 通道空乏型 MOSFET；(b)是 NPN 電晶體 

 (a)是 N 通道增強型 MOSFET；(b)是 PNP 電晶體 

 (a)是 N 通道空乏型 MOSFET；(b)是 PNP 電晶體 

【3】41.二極體的 PN 接合面有空乏層(depletion layer)存在，下列敘述何者錯誤？ 

二極體施加順向偏壓時，空乏區變小 

二極體施加逆向偏壓時，空乏區變大 

空乏層中沒有電場的存在 

二極體施加逆向偏壓越大，二極體的接面電容越小 

【3】42.【圖 42】所示的電晶體，假設 BE 接面與 BC 接面的障壁電壓分別為 VBE = 0.7 V 及 VBC = 0.5 V，在此偏

壓狀態下的電晶體處於何種工作狀態？ 

截止狀態  線性放大工作狀態 

飽和狀態   BE 接合面為導通狀態；BC 接合面為截止狀態 

【3】43.如【圖 43】所示的理想稽納二極體電路，則輸出電壓 Vo為何？ 

 Vo = 9.0 V  Vo = 5.0 V  Vo = 4.5 V  Vo = 10 V 

【3】44.承第 43 題，流過 1 kΩ 的電流 I1kΩ及負載 10 kΩ 的消耗電功率 P 分別為多少？ 

 I1kΩ = 1.0 mA；P =10 mW  I1kΩ = 4.5 mA；P =202.5 mW 

 I1kΩ = 5.5 mA；P =2.025 mW  I1kΩ = 5.5 mA；P =302.5 mW 

【2】45.【圖 45】所示的電晶體放大電路，前面輸入端與後面輸出端，各連接有一個電容器，該電容器的主要目

的為何？ 

隔離交流訊號，避免雜訊干擾，就是俗稱的抗 EMI 功能 

阻隔直流電壓，讓前後級放大器的偏壓設計能獨立運作，穩定工作點 

避免電路處於飽和模式，變成數位電路 

提高電壓放大率 

【4】46.【圖 46】所示的電晶體放大電路，其中的電晶體結構與接線方式，又稱為什麼電路？ 

共射極放大電路 共基極放大電路 施密特觸發電路 達靈頓對電晶體放大電路 

【2】47.電晶體放大電路的三種組態：共射極放大電路 CE、共基極放大電路 CB、共集極放大電路 CC，三種組態

放大電路的輸入阻抗大小順序為何？ 

 CC > CB > CE  CC > CE > CB  CE > CC > CB  CB > CE > CC 

【1】48.【圖 48】所示由理想運算放大器 OPAMP 所組成的電路中，±VCC = ±15 V，Rf = 200 kΩ，R1 = 20 kΩ，輸

入電壓 VS = 2 V，則倒相輸入端 VA的電壓為多少？  

 0 V 

 2 V 

 – 15 V 

 5/11 V 

【3】49.【圖 49】所示的理想二極體電路中，則下列選項中，何者是輸出電壓正確的波形？ 

     

 

 

 

 

【4】50.【圖 50】由理想運算放電器 OPA 所組成的電路中，輸入電壓 va = 10 mV，vb = 20 mV，vc = 30 mV，Ra = 

200 kΩ，Rb = 40 kΩ，Rc = 50 kΩ，Rf = 200 kΩ，則輸出電壓 vo為何？ 

 60 mV  230 mV  –240 mV  –230 mV 
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